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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年3月25日(2010.3.25)

【公開番号】特開2007-214567(P2007-214567A)
【公開日】平成19年8月23日(2007.8.23)
【年通号数】公開・登録公報2007-032
【出願番号】特願2007-27870(P2007-27870)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/90    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月4日(2010.2.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に下部導電層を形成する段階と、
　前記下部導電層を覆う層間絶縁膜を形成する段階と、
　前記層間絶縁膜内に前記下部導電層を露出させ、短軸方向に比べて長軸方向に近接して
配列された複数の楕円形コンタクトホールを形成する段階と、
　前記コンタクトホールを埋め込んでコンタクトプラグを形成する段階と、
　を含むことを特徴とする半導体素子の製造方法。
【請求項２】
　前記コンタクトホールの短軸対比長軸は、０．５：１～０．９５：１に形成することを
特徴とする請求項１に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項３】
　前記コンタクトホールの縦横比は、１０：１～４０：１に形成することを特徴とする請
求項１に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項４】
　前記コンタクトホールの深さは、１．５μｍ以上に形成することを特徴とする請求項１
に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項５】
　前記複数のコンタクトホールの長軸方向における相互の間隔は２０ｎｍ～１００ｎｍに
形成することを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項６】
　前記コンタクトホールを形成する段階は、プラズマエッチングすることを特徴とする請
求項１に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項７】
　前記エッチングは、ＣxＦy、Ｏ2及びＡｒの反応ガスを用いることを特徴とする請求項
６に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項８】
　ＣxＨyＦzを用いて付加的なエッチングを行うことを特徴とする請求項７に記載の半導
体素子の製造方法。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体素子の製造方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は半導体素子の製造方法に係り、さらに詳細には、特にコンタクトボーイング（
contact bowing）による短絡を防止する半導体素子の製造方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　ストレージ電極２３２が形成された基板２００の全面に誘電体膜２３４を形成する。誘
電体膜２３４は、タンタル酸化膜（Ｔａ2Ｏ5）又はアルミニウム酸化膜（Ａｌ2Ｏ3）の単
一膜、又はタンタル酸化膜／チタン酸化膜、アルミニウム酸化膜／チタン酸化膜などの積
層膜として形成される。続けて、プレートノード形成のための導電膜２３６を形成する。
導電膜２３６は、ドーピングされたポリシリコン単一膜又は拡散防止膜とドーピングされ
たポリシリコン膜との積層膜として形成される。拡散防止膜としてＴｉＮを使用する場合
、ＣＶＤ法によって３００Å～４００Åの厚さで形成し、ドーピングされたポリシリコン
膜は６００℃～７００℃の温度でＳｉＨ4又はＳｉ2Ｈ6などの反応ガスとＰＨ3などのドー
ピング用ガスを使用するＬＰＣＶＤ法によって２０００Å～３０００Å厚さで形成される
。続いて、導電膜２３６及び誘電体膜２３４をパターニングして、セルキャパシタ２４０
ａを完成する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　多数の楕円形コンタクトホール２６１、２６２、２６３を形成する場合、第４の層間絶
縁膜２５０上面に感光膜又はハードマスク膜（図示せず）を蒸着する。続いて、コンタク
トホール２６１、２６２、２６３になる部分の感光膜又はハードマスク膜をオープンして
エッチングすることによって、下部導電層である導電膜２２４が露出するようにする。こ
こで、エッチング工程は、高密度プラズマ反応性イオンエッチング（High Density Plasm
a Reactive Ion Etching：ＨＤＰ　ＲＩＥ）工程でありうる。ＨＡＲＣプロセスに用いら
れる主反応ガスとしてはフルオロカーボン系のガスがあり、添加反応ガスとしては酸素（
Ｏ2）、アルゴン（Ａｒ）ガスなどがある。また、フルオロカーボン系のガスは飽和型と
不飽和型に分類できる。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　上記のように、高い縦横比を有するコンタクトホール２６１、２６２、２６３をエッチ
ングする工程は、ＣxＦy（ｘ、ｙは整数：以下同じ）及びＯ2、Ａｒの流量を変えながら
一回で（１ｓｔｅｐ）エッチングされる。例えば、Ｃ2Ｆ6ガスとＣ4Ｆ8及びＯ2、Ａｒの
混合ガスを用いることができる。また、Ｃ5Ｆ8、Ｏ2及びＡｒの混合ガスを用いることが
できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　又は、高い縦横比によってエッチングが碌に行われない可能性を考慮してＣxＦy及びＯ

2、Ａｒとして先ずエッチングした後、水素系を含んだＣxＨyＦz（ｘ、ｙ、ｚは整数：以
下同じ）としてもう一度エッチングされる（２－ｓｔｅｐ）。
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